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A heteroestrutura formada pelo composto organico, derivado quinolinico (DQ),
que € um semicondutor do tipo p [1] com Oxidos inorganicos do tipo n,
apresenta alto potencial para aplicacdo em dispositivos optoeletrénicos, como
LEDs e células solares de alto desempenho [2]. O DQ utilizado é o 4-(6-
(dietilamino)-4-fenilquinolin-2-il) acido benzdico, este é solubilizado em acetona
e depositado via spin-coating. Dados de espectroscopia UV-Vis mostram boa
transparéncia na regiao do visivel, e bandas de absor¢gdo em 350 e 428 nm.
Fotoluminescéncia indica um pico de emissao em torno de 500 nm quando
excitado com luz de comprimento de onda de absorcdo maxima. A adicdo dos
surfactantes em solugdo como Triton- X100 e Brij, em baixas concentragoes,
aumenta a uniformidade e intensidade da emissdo, o que contribui para o



desempenho optoeletronico. Por outro lado, a deposicéo dos filmes oxidos de
SnO, e TiO, é realizada via sol-gel dip-coating, com tratamentos térmicos de
550 °C, resultando em filmes com boa cristalinidade. Esse tipo de combinagao
tem levado a comportamentos interessantes do ponto de vista do transporte
elétrico. Em medidas de IxV da heterojuncdo DQ/SnO2, observou-se um
comportamento de diodo capacitivo, onde a interface rugosa somada com o uso
de surfactantes, geram um acumulo de cargas na regido, afetando
comportamento retificador, que seria tipico de uma juncdo p—n. A heterojungéo
DQ/TiO2 também apresentou comportamento elétrico retificador e quando o
inorganico foi dopado com terras raras apresentou emissao de luz na regidao do
azul devido a defeitos intrabandgaps que ajudam os elétrons a vencerem a
barreira de potencial formada na heterojuncéo.
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